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《激光与光子学评论》封面文章《基于氮化硅—薄膜铌酸锂异质集成平台的模式与偏振复用》
兰州大学供图

1月7日，《激光与光子学评论》以期刊正封面的形式在线发表了来自兰州大学物理科学与技术学
院教授田永辉团队的文章《基于氮化硅—薄膜铌酸锂异质集成平台的模式与偏振复用》，该工作
有望助力高速、大容量数据通信，并为薄膜铌酸锂平台上有源及无源器件全集成的光子芯片提供
新的解决方案。

光学复用器是集成光子回路中重要的无源组件之一，它能为光互连、光计算和光传感提供显著的
多路并行性，并且已经成为了商用光学收发器中必不可少的重要部件。其中，光学模式和偏振复
用由于只需要一路单波长的激光源就可以成倍提升光互连的通信容量，相对于波分复用大大降低
了成本和工艺复杂度，在其他的材料平台上获得了广泛的研究。在薄膜铌酸锂平台上实现模式和
偏振复用，可以与高速的电光调制器进行单片集成，构建大容量、低功耗的集成光子回路，对于
下一阶段的高速光通信是非常具有吸引力的。

田永辉课题组与澳大利亚皇家墨尔本理工大学教授阿南�米切尔课题组及上海交通大学教授苏翼
凯课题组合作，在薄膜铌酸锂晶圆的表面沉积了一层氮化硅薄膜，通过成熟的CMOS兼容工艺刻
蚀氮化硅层可以得到氮化硅—铌酸锂异质脊型波导，解决了直接刻蚀铌酸锂薄膜带来的波导侧壁
角度等问题，并基于该波导实现了高性能的模式和偏振复用器件。

由于氮化硅材料拥有略低于铌酸锂材料的折射率，因此大部分光场仍限制在铌酸锂中，这样的性
质有利于在同一块衬底上利用铌酸锂优异的材料属性实现电光调制器和光学非线性器件。同时，
氮化硅材料还拥有与铌酸锂相似的光学透明窗口，有助于实现超宽带器件。基于前期的研究工作
，团队研究人员通过仿真计算得到了铌酸锂不同晶体学轴的光学模式表现，发现并率先提出了该
平台上实现高性能模式和偏振复用的方案：在晶体学Z轴方向实现模式复用，晶体学Y轴方向实
现偏振复用。

器件的静态测试结果显示，在覆盖C波段的宽波长范围内，模式复用/解复用器的插入损耗低于1.
46 分贝，模间串扰低于-13.03
分贝，偏振旋转分束器的插入损耗低于1.49分贝，偏振消光比大于17.75
分贝。进一步地，研究人员还对器件进行了40 Gbps数据传输实验，得到的眼图清晰张开，误码
率测试展示了较低的功率损失，证明所制备的器件具有良好的数据处理能力。（来源：中国科学
报 温才妃 法伊莎）

相关论文信息：https://doi.org/10.1002/lpor.202100529
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更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/
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